
歪格子系材料・構造 InAs量子ドット/GaAs(001)からの 1.7mm 発光 

GaAs上にInGaAsを積層し、更にGaAsを積層した例 

 ・結晶成長の制御とXRD, RHEED, AFM 観察による評価 

 ・歪みエンジニアリング 

＜主な研究内容・成果２＞ 

Power Density: 5 W/cm2 

Wavelength: 780 nm 

                 : 4K 

   : RT 

First InAs :  

2.0 ML 

Second InAs :  

2.8 ML 
GaAs spacer: 10nm 

In0.19Ga0.81As: 4 nm 

GaAs 
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